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Tentissi saa kiyttdd omaa ohjelmoitavaa laskinta. Tété paperia ei tarvitse palauttaa.

Muistathan antaa palautetta Kaiku-jarjestelmén kautta saadaksesi opintosuorituksen.

1. Selvitd lyhyesti seuraavat ksitteet ja niiden merkitys elektroniikassa. (6p)
a) Siirtokonduktanssivahvistin d) Saturaatioalue (BJT & FET)
b) Miller-kapasitanssi e) FET janniteohjattuna resistanssina
c) Terminen jannite Vi f) Virtatakaisinkytkentd

2. Piirrd lohkokaavio takaisinkytketystd vahvistimesta ja merkitse siihen oleelliset signaalit. Johda
lohkokaavion avulla suljetun silmukan vahvistuksen lauseke ja tarkastele lausekkeen avulla
suljetun silmukan vahvistuksen muutosherkkyyttd (herkkyyttd vahvistimen avoimen silmukan
vahvistuksen muutoksille) kun kyseessd on

a) positiivinen takaisinkytkentd
b) negatiivinen takaisinkytkentd (6p)

3. Miten transistorien kdyttdytyminen muuttuu toimintataajuuden kasvaessa? Miti rajoituksia
taajuuden kasvattaminen aiheuttaa transistorivahvistimien toimintaan? Miten suurtaajuus-
kéyttdytyminen voidaan ottaa transistorikytkent6jen suunnittelussa huomioon? Anna esimerkki
vahvistinkytkennésti, jossa epdedulliset suurtaajuusvaikutukset on pyritty minimoimaan. (6p)

4. Tarkastellaan kuvassa 1 nakyvid kytkentds, jossa V. =+15V, Vg =+15V, R =7,15kQ ja
R, =7,5kQ. Maéritd kunkin transistorin kollektorivirta, kun transistorit ovat kesken#iin sovi-
tettuja ja niiden suhteelliset pinta-alat ovat yhtéd suuria. Oletetaan etté |VBE| =0,7V,V,=w ja
B>> 1, Mt myos ARGV Gtbr. S TR T

5. Piirrd kuvassa 2 nékyvin piirin piensignaalimalli keskitaajuusalueella. M#éritd vastuksen R,
arvo niin ettd I,,=80pA ja Vi, =78V kun V,,=0,6V, B=150, V. =12V,
Vg =—12V R =1kQ, R, =270kQ, R,=150Q ja R, =10kQ. Johda lausekkeet
jénnitevahvistukselle 4, =v, /v, ja sisddnmenoresistanssille mm. parametrien 7. ja  avulla

ilmaistuna ja laske niiden arvo. Onko kyseessé invertoiva vai ei-invertoiva vahvistin? Kirjoita
ulostulojénnitteen v,(z) lauseke kun keskitaajuusalueella sijaitseva v, ()= 500 sin(wt)mV .
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